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1. GIRIiS

2013-c1 ildo FP ETI-nun Yarimkegiricilor fizikas1 sobasindo is planmna uygun
olaraq “Mikroelektronikanin moqsadlori tigiin yarimkecirici material vo strukturlarin
texnologiyasinin islonmosi, optik vo elektrik xassolorinin todqiqi” mdvzusunda elmi-
todqiqat islori aparilmisdir.

Hal-hazirda séboado 27 nofor omokdas calisir. Onlardan 4 nofor omokdas fizika —
riyaziyyat elmlori doktoru, 14 omokdas iso fizika — riyaziyyat elmlori namizadidir.
omokdaslardan 19 nofori tam stat, 1 nofor 0.5 stat, 8 nofori isa 0.5 stat vahidi avozciliklo
calisir.

Elmi- todqiqat islorinin on miihiim noticolori respublika vo xarici 6lkolorin elmi
motbuatinda dorc edilmisdir. Hesabat miiddotindo, yoni 2013-c1 ilds, Yarimkecgiricilor
fizikas1 s0basinin omokdaslar torofindon 1 monografiya, 44 elmi is elmi motbuatda dorc
edilmisdir. Onlardan 18 mogqals xarici jurnallarda, 4 tezis beynoalxalq konfranslarda, 20
moqalo respublika jurnallarinda, 2 tezis iso regional konfransda ¢ap edilmisdir. Bu
moqalalordon 2 -1 B kateqoriyali, 6-1 C kateqoriyali, 10-u D kateqoriyali jurnallarda darc
edilmisdir.

SObanin biitiin elmi is¢ilorinin fardi bali 10-dan ¢ox, sobanin orta bali iso 94-dir.

Yarimkegiricilor fizikast sObosindo 2013-c1 ildo elmi seminar foaliyyot
gostormisdir ki, burada omokdaslarin aldigi elmi noticolor, elmi motbuata toqgdim olunan
moqalo va tezislor vo s. miizakiro olunmusdur.

Yarimkeciricilor fizikas1 sobosinin omokdaslar1 2013-c1 ildo AMEA —nin Fizika
Institutu, Radiasiya Problemlori Institutu, Tiirkiyonin Orta Dogu Texniki Universiteti vo
Ankara Qazi Universiteti, BDU —nun Nanoarasdirmalar Morkozi ilo elmi omokdasliq
etmisdir.

Sobonin 1 amoakdasi 1 fizika iizro doktoru dissertasiyasina opponentlik etmisdir.

Hesabat ilindo s6boa 1 folsofo doktoru isino aparici togkilat olmusdur.

Sobonin omokdaslar1 miitomadi olaraq qis vo yay imtahan sesiyalarinda nozarstgi
qismindas istirak etmislor.

Bir ixtiraya patent almaq {giin i1ddia sonodlori Azorbaijan Respublikasi
Standartlasdirma, Metrologiya vo Patent iizro Dovlot Komitasine toqdim edilmisdir vo
ixtiraya aid sonadinin Azorbaycan Respublikasinin “Patent haqqinda” Qanunun 29-cu
maddosino uygun ekspertizast aparilmis vo onun ixtira obyekti olmasina dair qorar
gobul olunmusdur.



2. STAT CODVOLI
Soyadi, adi, atasinin ad1 Voazifasi Elmi d. Tovallid

1. | Riistomov Forhad Orastun oglu | sobo miidiri fred. | 31.03.1957
2. | Osgorov Sahlar Qacay oglu apar.e.li. fred. | 15.06.1941
3. | Lebedeva Nelya Nikolayevna apar.e.li. fren. | 22.10.1937
4. | Darvisov Namiq Hacixolil oglu | apar.e.i. fren. | 13.04.1952
5. | Bagiyev Vidadi ©Onvor oglu apar.e.l. fren. | 03.06.1954
6. | Hosonov Eldar Rosul oglu apar.e.li. fr.en. 1940

7. | Mommodov Miibariz Zabid boyiik e.i. fren. | 08.08.1959
8. | Quliyeva Tahiro Zeynal qiz1 boyiik e.i. fren. | 14.04.1937
9. | Axundov Cingiz Qani oglu boyiik e.i. fren. | 14.12.1950
10, Nosirov Elson Fayaz oglu boyiik e.i. fren. | 05.07.1969
11) Orbux Vladimir Isakovig e.i. fren. | 2803.1949
12| Hosonov Mohommod Hidayot | e.1. 04.05.1951
13, Qocayeva S6qiys Mehdi qiz1 k.e.1. 05.08.1935
14, Bobrova Yevgeniya Yuryevna | mithondis 07.05.1960
15, Bagirova Samirs Eldar qizi miihondis, 0.5 stat 08.03.1964
16, Qocayev Nizami Nagdoli oglu | mithondis 10.11.1961
17, Qafarova Hocor Oktay qiz1 miihondis 28.04.1968
18, Muxtarov Natiq 9libala oglu laborant 17.04.1970
19, Hosonova Rona Softor qiz1 laborant 29.10.1969
20, Coforov Maarif ©li oglu 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fre.d. | 20.03.1960
21| Muradov ©hliman Xanoali o. 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fre.d. | 09.07.1947
22| Qaribov Qeys Ibrahim oglu 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fren. | 13.07.1940
23| Mehdiyev Rosid Forzoli oglu 0.5 st. apar.e.i.(ovoz) | fren. | 10.02.1936
24| Agayev Mustafa Nuhbala oglu | 0.5 st.boyiik e.i. (ovoz) | fr.en. | 19.05.1950
25, Bagirov Rafiqg Mikayil oglu 0.5 st.boyiik e.i. (ovoz) | fren. | 01.04.1956
26, Rzayev Rovnoq Mirzo oglu 0.5 st. k.e.1.(ovoz) fren. | 14.02.1970
27| Mommodova Sevda Adil qizi 0.5 st. k.e.1.(ovaz) 19.09.1968




3. QRANTLAR OSASINDA YERINO® YETIRILON ELMi TODQIQAT
ISLORI (CODVOL 15)
3.1. Azorbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda Elmin Inkisafi Fondu ilo
olagolor
Azorbaycan respublikasi prezidenti yaninda elmin inkigaf fonduna “Fundamental
vo totbiqi xarakterli” elmi-tadqiqat layiholori miisabiqosine “Fizika-riyaziyyat vo
texnika elmlori” elm sahasi lizra 1 layihs togdim edilmisdir.

4. AMEA iLO ELMI OLAQOLOSR

Yarimkeciricilor fizikasi sobosinin omokdaslart 2013-c1 ildo AMEA —nin Fizika
Institutu, Radiasiya Problemlari Institutu, BDU —nun Nanoarasdirmalar Markozi ilo
elmi omokdasliq etmisdir.

2013-cu i1ldo AMEA-nin hesabatina daxil edilmosi {iglin 2 miihiim elmi todqiqat
isinin naticalori toqdim edilmisdir.

Nanomosamoali Si tobagoalorinin yiiksok omlu p-tip silisium lovhalorindd
oksidlosdiricinin catismazh@r rejimindd kimyovi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasinin isloanmasi vo onlarin fotolyuminessensiya spektrlorinin taodqiqi

Maosamali  silisiumun alimmast zamani p-tip silisium lovholorinin  son
tomizlonmasi zamani totbiq olunan miixtolif mohlullarin inkubasiya miiddatine vo
antirefleksion xassoloro tosiri todqiq edilmisdir. Maosamoali silisium tokmillosdirilmis
HF:HNO;:CH;COOH mohlullarinda, oksidlosdiricinin = ¢atismamazligr rejimindo,
kimyovi asilama metodu ilo alinmisdir. Askar edilmisdir ki, minimal inkubasiya
miiddati son yuyulmanin tomiz HF-da aparilmasi zamani alinir. Qaytarma spektrlorinin
todqiqi, onlarin minimumunun, formalagma miiddstindon asili olaraq miintozom sokildo
gorlinon is18in tolob olunan oblastina siirlisdiiriilmasinin vo qaytarma omsalinin sado
tisulla R=5%-9 godor azaldilmasinin miimkiinliiylinii gostorir. Bu giinas elementlorinin
antirefleksion sothinin formalasdirilmasi baximindan praktiki chomiyyat kosb edir.

Icracilar: f.r.e.d. F.O. Riistomov, f.r.e.n. N.H. Darvisov, , f.r.e.n. Bagiyev
V.9, f.r.e.n. M.Z.Mommoadov, Y.Y. Bobrova, H.O. Qafarova

Nanomoasamoali Si tobagolorinin yiiksok omlu p-tip silisium lovhalarinda
oksidlosdiricinin caticmazhgi rejimindo kimyovi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasinin isloanmasi vo onlarin fotolyuminessensiya spektrlorinin taodqiqi

n-tip silisium 16vholorindo mosamoli silisiumun formalagsma texnologiyasi
islonmisdir. Masamoli silisiumun formalasmasi HF/HNO;/CH;COOH mohlullarinda,
oksidlogdiricinin ¢atismamazligi rejiminds aparilmigdir. Formalagsma prosesinin p-tip
silistumdakindan forqlonmisine baxmayaraq noticodo bircins, miintozom rongli giizgii
sotho malik miixtalif qalinliglt masamali silisium tabagalori almaq miimkiin olmusdur.
Allnmig mosamoli  silisium niimunoalorinin  qaytarma, fotolyuminessensiya vo
hayacanlasdirma spektrlori ilkin olaraq todqiq edilmisdir.

Icracilar: f.r.e.d. F.O. Riistomov, f.r.e.n. N.H. Darvisov, , f.r.e.n. Bagiyev
V.9, f.r.e.n. M.Z.Mommoadov, Y.Y. Bobrova, H.O. Qafarova



5. ELMI-TODQIQAT iSLORININ O9SAS iSTIQAMOTLORI
Elmi istiqamat: Fizika
Problem: Elektronika ii¢lin perspektivli olan material vo strukturlarin alinmasi vo
todqiqi
Movzu: Mikroelektronikanin magsadlori {i¢lin yarimkegirici material vo strukturlarin
texnologiyasinin iglonmasi, optik va elektrik xassalorinin tadqiqi

5.1. p-Si  monokristallik lovhalorindo lyuminessensiya qabiliyyatli
mikromasamali Si tabaqgalorinin elektrokimyoavi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasinin islonmasi vo onlarin siialanma spektrlorinin todqiqi

2 marhals. Elektrokimyovi asilama iisulu ilo alinms p-tip nanomoasamoli
silisium tabagalarinin elektrofiziki xassalorinin tadqiqi

Icracilar: N.H. Dorvisov, M.Z. Mommodov, C.Q. Axundov, N.N. Qocayev, H.O.
Qafarova, S.E. Bagirova.

Xiisusi miigavimoti 10 Om-sm vo oriyentasiyast (100) olan p-tipli vo xiisusi
miiqavimati 0,1 Om-sm vo oriyentasyast (111) olan n-tipli silisium I6vhalorindo
kimyovi agilama tisulu ilo masamali silisium toboagolori alinmisdir. MS-un formalagmasi,
hocmi nisboti  1200:1:1200, yoni oksidlosdiricinin  ¢atigmamazligr rejimindo,
modifikasya edilmis HF:HNO3 :CH3COOH mohlulunda aparilmisdir. Ovvalki
islorimizdo gostormisdik ki, belo mohlullarda MS-un formalasma reaksiyasi, 16vholorin
sothinin son emalindan asili olmayaraq, yiiksok tokrarlanma xiisusiyystine malikdir. Bu
zaman bircins, rovan ronglonmis, miixtolif qalinligh, giizgii sathli MS-tobagalori alinir.
Icorisinda sirko tursusu ¢ox oldugu ii¢iin, bu mohlullarda asilanma siirati kifayot qodor
kicikdir. Bu da mosamoli silisiumun formalasma miiddotinin onun is181 qaytarma
xassaloring tosirini daha doqiq dyronmayo imkan verir. Asilanma otaq temperaturunda
Vo tabii igiqlanma soraitinde aparilmigdir. Niimunalorin qayitma spektrlori, 8°-1i diismo
bucag altinda, VSU-2P spektrometri ilo todqiq edilmisdir.

MS-un formalagma miiddotinin artmasi qayitma spektrlorinin doyigsmosino sobab
olur vo o ciimlodan, tadqiq olunmus niimunolords spektrdoki genis minium todricon 400
nm-don 750 nm-o godor siiriisiir. Bu zaman, hor iki tip nlimunslordo gayitma omsalinin
minium qiymati ~5% toskil edir. Qayima spektrindoki minimumun bu sokildo
sliriismasi, asason moasamali silisumun layinin qalinligimin artmasi ils slagodardir. Eyni
zamanda qayitma spektrlorindo minimumun bu siirligmosi, MS-un formalagsma
miiddatinin 2-doqiqadon 12-daqigayacan artmasi zamani bas verir. Yoni prosess kifayot
godor long gedir. Bu praktik baximdan cox olverislidir, ¢ilinki antirefleksion sothin
minimumunun mahz spektrin tolob olunan oblastinda alinmasina imkan verir. Masalan,
giinos elementlori tigiin vacib olan, 650-700 nm dalga uzunlugu oblastinda qayitmanin
azaldilmasi ligiin MS-un formalagma miiddati ~9 doqiqe olmalidir.

5.2. Giinds batareyalarimn baza elementi olan Zn,(Cd,.,S,)Se;, nazik
tobagalorinin kimyavi vo elektrokimyovi cokdiirmoa iisulu ilo alinmasi, onlarin
elektrik, fotoelektrik vo optik xassalorinin todqiqi



2 morhalo. Mixtolif mohlullarda, mikroemulsiyali sistemlordo kimyovi vo
elektrokimyavi metodla almmis Znl-xCdxS1-ySey nazik tobagolorinin optik va
fotoelektrik xassolorinin todqiqi
Icracilar: M.O.Coaforov, V.8.Bagiyev, E.F.Nosirov, Q.1.Qaribov, R.M. Bagirov,
R.M.Mehdiyev, R.M.Rzayev, S.A.Mammadova

ZnS;, Sey (0 < x < 0.6) nazik tobogolorinin sulu mohluldan kimyovi vo
elektrokimyavi ¢okdiirma tisulu ilo alinma texnologiyasi islonmis, alinmis tobagolorin
bir sira elektron xassalori todqiq olunmusdur. Cokdiirme rejimindon, anion va kation
ovazetmasindan, eloco do havada termik emal zamani oksigenla qarsiliqli tasirindon asil
olaraq alinmus miixtolif torkibli ZnS;, Sex nazik tobogolorindo miisahido olunan
doyisikliklorin analizi aparilmigdir.

A;Bg  birlogsmolorindo  fotokimyovi reaksiyalarin todqiqi — yoni fotohossas
morkozlorin yaranma mexanizminin, eloca do onlarin nazik tobogoalorinde defektlorin
assosiasiya vo dissosiasiya tobiotinin aydinlagdirilmasi yarimkegiricilor fizikasinin
aktual problemlorindondir. Bu isdo mohluldan elektrokimyovi ¢okdiirma iisulu ilo
almmis ZnS,x Sey (halogen artighi§ina malik olmayan) nazik tobaqgolorindo dorin hosas
morkozlorin yaranma mexanizmi, habelo onlarin tobioti fotokegiricilik vo fototutum
spektroskopiyasi tisullar1 ilo todqiq edilmisdir. ZnS;, Se, nazik tobogolorindo neqatron
effektlorin analizi aparilmis, bu hadisolorin izahi {iclin model verilmisdir.

ZnS;x Sex nazik tobagolorinda 380+400°S — do 3+7 doqiqe orzinds termik
islonmodon sonra niimunoalorin fotohossasligr koskin artir. Optimal soraitdo termik
islonmadon sonra Iz / Iy = 10> tortibindo olur. Qeyd olunan texnologiya ilo alinan
tobogolorin vo onlarin torkibindoki zorraciklorin Olgiilorinin kigildilmasi istiqgamoatindo
todqgigatlar aparilmisdir. Isin praktiki ohomiyyoti kimi giinos elementlorinin baza
materiali kimi ZnS;, Sey nazik tobaqoli heteroke¢idin sulu mohluldan elektrokimyovi
cokdliirmo metodu ilo almma texnologiyasinin incaliklori arasdirilmisdir. Todqiq
olunmus tobogolor osasinda yaddas elementlori, neqatron cihazlar, fotogobuledicilor,
giinog batareyalarinin baza elementlori, nanomateriallar vo nanostrukturlar hazirlamagin
miimkiinlilyii gostorilmisdir.

5.3. Qaz bosalmasi plazmasinin yarimkeciricilorin sathindaki nanostrukturun
vd polimerdaki nanokompozitlorin morfologiyasina, optik va elektrik xassalorina
tasirinin tadqiqi

2 moarhala. GaAs-seolit kontaktinin tutum vo elektret xarakteristikalarima qaz

araliginin parametrlorinin tasirinin todqiqi

Icracilar: N.N.Lebedyeva, V.I.Orbux, Y.Y.Bobrova, ©.X. Muradov

Hesabat ilindo tobii seolit - klinoptilolitin elektrik kegiriciliyinin toadqiqatlari
davam etdirilmigdir. Todqiq olunmus niimunalor tobii seolitin monoblokundan kosilmis
16vhalor, tobii seolitin unu, mis unu gatilmis seolit unu, silisium unu gatilmis seolit unu
olmusdur. Sabit gorginlikdoki elektrik kegiriciliyi, coroyanin qgorarlagsma kinetikasi,
qalig havanin miixtolif tozyiqlorindoki volt - amper xarakteristikalar1i otaq
temperaturunda todqiq edilmisdir.



Bundan basqa tobii klinoptilolitin vakuumda va atmosfer tozyiqi altinda dielektrik
spektrlori todqiq edilmisdir. Todqigatlar hom boylik sixliglh (tobii 16vholor)
niimunoalordo, hom do kicik sixlighh (preslonmomis un) niimunoslordo aparilmisdir.
Miioyyan edilmisdir ki, dielektrik niifuzligunun hom haqiqi, hom do xayali hissalorinin
tezlikdon asililigi 10 san olan eyni relaksasiya miiddoti ilo xarakterizo olunur.
Miioyyon edilmisdir ki, biitiin hallarda dielektrik spektrlori seolitin mosamaolori
daxilinde su molekullar1 ilo bagli olan golovi metallarin ionlariin rogslori ilo
olagodardir.

5.4 Amorf vo monokristallik metal tabaqsli metal — yarimkecirici kontaktla-
rin emission va elektrofiziki parametrlorinin todqiqi.

2 moarhalas. Al-TiW-Pd2Si/n-Si diod-larinin induktiv xassolorinin todgigi vo o -
metal-Si asasinda hazirlanmis Giinos elementinin tadqiqi

Icragilar: S.H.Osgorov, E.R.Hosonov,M.H.Hosonov, T.Z.Quliyeva, S.M.Qocayeva,
M.N.Agayev.

AlgoNiyy amorf metallik xolitosinin p-n  keg¢idi osasinda olan silisium
fotoceviricilorindo omik kontakt vo coroyan dasiyan yollar kimi istifadesi toklif
edilmisdir. Silisium fotohassas strukturlarin alinmasi vo amorf strukturlu tobagonin
cokilmosi texnologiyasi iglonmisdir. AlggNiy metallik xolitosinin amorflugunu tosdiq
edon rentgen struktur tohlili aparilmisdir. Fotogeviricilorin asas parametrlori toyin
edilmisdir.Miioyyon edilmisgdir ki, AlgoNiyo -nin istifadosi, ovvala, giinos elementlorinin
stabilliyini vo etibarliligin1 artirir, sonra is9, ¢evrilon giinas enerjisinin maya dayarini
asag1 salir. Aparilmis todqigatlar gostormisdir ki, a-Si:n osasinda p-i-n vo n-i-M
strukturlar1 spektrin ultrabondvsoyi oblastinda effektiv fotoceviricilor kimi istifado
oluna bilar, ¢iinki onun yiiksok kvant effektivliyi, tez tosir gdstormosi va pratik olaraq
mohdud olmayan gobul saholori vardir.

Bosit vo yaxud qarisiq yarimkegiricilorin energi spektrlori yiikdasiyicilarin
noviindon vo konsentrasiyasindan asili olaraq koskin doyisir. Belo doyismo xarici
elektrik vo maqnit saholorinin qiymoatlorindon asili olaraq, miihitdo kinetik omsallarin
qiymatlorini doyisdirir. Asqarli yarimkegiricilords corayan ragslorinin nazari va tacriibi
olaraq todqiqi miirokkob geyri-xotli tonliklorin hollini tolob edir. Hesabat ilindo asqgarhi
yarimkecirici miihitlords coroyan roqgslori nozori olaraq Oyronilmisdir. Coaroyan
rogslorinin tezliklori, amplitudlar1 vao bu rogslorin yaranmasina uygun xarici elektrik vo
maqnit saholorinin qiymotlori hesablanmigdir. Ag,Te birlosmosinin gamma siialarinin
tosirindo elektrik keciriciliyi tocriibi olaraq todqiq edilmisdir. Nozori hesablamadan
aliman naticalar tacriibodon alinan qiymatlorlo miigayise edilmisdir.

6. DORC OLUNMUS ELMIi ISLORIN XARAKTERISTIKASI
Hesabat miiddotindo, yoni 2013-c1 ilds, Yarimkegiricilor fizikasi sObosinin
omokdaglar1 torofindon 1 monogqrafiya, 44 elmi is elmi motbuatda dorc edilmisdir.
Onlardan 18 mogqalo xarici jurnallarda, 4 tezis beynolxalq konfranslarda, 20 moqalo



respublika jurnallarinda, 2 tezis iso regional konfransda cap edilmisdir. Mogaloslorin
styahis1 va siirati slave olunur.

Hesabat ilinde s6banin amokdaslari torafindon 1 monogqrafiya ¢ap edilmisdir.

Maapud dxadapos, Hacupos JibiiaH. JJIeKTPOHHbIE CBOHCTBA
HAHOCTPYKTHUPOBAHHBIX MaTepuasioB coeanHenuii A2B6. LAP LAMBERT
Academic Publishing, I'epmanus, ISBN: 9783659353215. 192 crp. 2013.

AHHoTamusi: MeTo XMMHYECKOTO OCaXICHUS U3 BOIHBIX PACTBOPOB MO3BOIISIET
MOJTy4aTh MOJYIPOBOJHUKOBEIE HAHOKPUCTAIBI HAMHOTO MEHBIIEr0 pa3Mepa, 4eMm
METOJIbI MOJIEKYJIIPHO-TYYEBOW SMUTAKCUU WK TUTOrpadun. 3apoxaeHne 3apoabIieii
U WX POCT B pacTBOpPe TpU XUMHUYECKOM OCAXKICHUU MPHUBOAUT K (opme
HAaHOKPUCTAJUTUTOB, ONMU3KOH K cdepuueckoil, B TO BpeMsl KaKk HAHECEHHE IUICHOK
METOJJaMU MOJICKYJISPHO-ITYYeBON SMUTAKCHH WM DJICKTPOXUMUYECKUM OCAXKIICHUEM -
k Hechepuueckoir. Cdepuueckas (opMa HAHOKPUCTALIOB OYEHb BaXKHA s
JIOCTH)KCHHUS ~ ONTHMAJBHOTO JHCKPETHOTO CIIEKTpa JSHEPreTHYEeCKHX YPOBHEH
KBAaHTOBBIX TOYECK. HECMOTps Ha HaJTW4HMe OOJNBIIOrO Yucia paboT MO MCCIEOBAHUIO
DJIGKTPOHHBIX CBOWCTB MOHOKPHCTAJJIOB TBEPIBIX PACTBOPOB W IJICHOK COCIUHCHHIA
A2B6, monmydeHHBIX pPa3MYHBIMH CIOCOOAMH, B HAyYHOW JHUTEpaType B OCHOBHOM
OPUBOAATCS pe3ynpTaThl Mo uccienoBanuio n-CdS. Jlumpe B peakux cioydasx
paccmarpuBatorcsi  p-CdS  orpaHMueHHOW  TOJNIIMHBI, KOTOPHIE TMOJYyYEHBI Ha
MOBEPXHOCTH MOHOKpHUCTAIOB CdS MeTogoM HOHHOW WMIUTAHTAllMU DJIEMEHTOB V
TPYMIBI, a COOOMIEHHsI O P-n MepexoJax Ha OCHOBE CyNb(pHUAa KaJaMHS MPAKTUICCKH
OTCYTCTBYET.



RESPUBLIKADA CAP OLUNMUS MOQALOLORIN SiYAHISI

Jurnalin adi, tarixi,

Ne Movzunun adi . Miialliflor
Ne-si, sah.

1. | Bousaue motnoctu neonutoB | AMEA Xaborlori, Fizika- B.1.Op0Oyx, A.X.Mypasos,
U COAEpKaHMSI B HUX I1apoOB texnika vo riyaziyyat I""M.DiiBa3oBa, H.H.JIebenena
BOJAbl Ha juanekrpuyeckue | elmlori seriyas, fizika vo
CIEKTPBI astronomiya, v.XXXIII,

N 5, 2013, cTp.49-55

2. | TexHosorus nojsrydeHus Ha- Baki Universitetinin P.®. Mextues, B.I'. Cadapos,
JIEKHBIX KPEMHUEBBIX (HOTO- Xaboarlari, Fizika- M.H. Araes, M.I'. I'acanoB.
npeodpaszoBaTeliel ¢ MpoI0JI- Riyaziyyat seriyasi, Ne 2,

KUTEJIbHBIM CPOKOM CITYXOBI. 2013, ctp. 140-145.

3. | Gimiis  tellur  kristalinin Energetikanin F.F. Oliyev, R.A. Hosonova,
ekoloji  cohotdon alternativ | problemlori, Ne 1, 2013, E.R. Hasonov, C.1. Hiiseynov.
enerji monbalorinda 1s¢1 soh. 80-87.
material kimi istifado
olunmasi.

4. | The nonequilibrium radiative | Azerb. J. Phys. Fizika, v. E.R. Hasanov, B.Z. Aliev.
states in external constant and | XIX, No. 1, Eng., 2013,
alternating magnetic fields. 58-62.

5, | Coxdorali vo asqgarli yarimkegi- Energetikanin E.R. Hasanov, R.K. Qasimova,
ricilords daxili vo xarici daya- problemlori, Ne 1, 2013, 9.Q. Agamaliyev.
nigsizliq halinda siialanma. soh. 61-66.

6. | nvaptipli Ag;Te kristalinin Energetikanin R.A. Hosonova, F.F. Oliyev,
T=300"K temperaturda electrik | problemlori. Ne 2, 2013, E.R. Hasonov.
xassolori vo onlara radiasiya soh. 32-36.
stialanmasimin tosiri.

7. | Kpucramiueckas cTpykTypa u SDU Elmi Xaboarlor. T. 3. Kynuesa, M.M.
KoH(opmannoHHsle  ocobeH- | Tobist va texniki elmlor KypOanoga, U.I'. AXyH10B.
"HocTtu coequHeHUsT CyzHygOy4. bolmosi. c. 13, Ne 3,

2013, coh. 7 - 10.

8. | Influence of temperature and | Azerbaijan journal of | Abdinov A.Sh., Babayeva R.F.,
doping with rare-earth | Physics, 2013, v.XIX,| RagimovaN.A., Rzayev RM,,
elements on electrophysical | Nel (En), p. 17-22 Amirova S.1.
parameters of A"BY' crystals
with layered structure.

9. | KBompocy 06 ocoGeHHOCTSIX Journal of Qafqaz AGaunoB A.Ill., babaeBa P.®.,
coOCTBEHHOU (POTOMPOBOIH- University — physics. P3aeB P.M., ParumoBa H.A.,
MOCTH KPUCTAJIOB 2013. V.1. p.16-27 Amuposa C.U.
MOHOCEJICHHIA TAJLUTHSL.

10. | Nazik tobogali p-GaAs.n-Cd;. Baki1 Universitetinin O.S. Abdinov, H.M.
«ZnySi.ySey heterokegidlorinin Xoborlori. Ne 1, 2013, Mommadov, V.U. Mammadov,
kecid oblastinin diagnostikasi soh.111-119 V.H. Soforov, Q.I. Qaribov

11. | Oksidlosdiricinin “Opto, nanoelektronika. F.O. Riistomov, B.O. Bagiyev,

catismamazligi rejimindo
kimyavi agilama tlsulu ilo
alinmis mosamali silisiumun
antirefleksion xassalori

kondensa olunmusg miihit
va yliksak enerjilor
fizikas1” VII Respublika
elmi-praktik konfransinin
materiallari, Baki, 20-21

N.X. Darvisov, M .Z.
Mommoadov, Y.Y. Babrova,
H.O. Qafarova
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dekabr, 2013, soh.91 - 92

12. | Klinotiptilolitin dielektrik “Opto, nanoelektronika. | ©.H. Muradov, V.I. Orbux, Q.M.
niifuzlugunun haqiqi vo xayali | kondenss olunmug miihit Eyvazova, N.N. Lebedeva
hissalori va yiiksok enerjilor

fizikas1” VII Respublika
elmi-praktik konfransinin
materiallari, Baki, 20-21
dekabr, 2013, soh.28-30

13. | Bausinue noHHO-0OMEHHBIX “Opto, nanoelektronika. B.U. Op0Oyx, H.H. Jlebenera
CBOMCTB I1€0JIMTa Ha €T0 kondenso olunmus miihit
ANEKTPONPOBOJHOCTh va yliksak enerjilor

fizikas1” VII Respublika
elmi-praktik konfransinin
materiallari, Baki, 20-21
dekabr, 2013, soh.36-38

14. | O xpucrammyeckou “Opto, nanoelektronika. T.3. Kynuesa, U.I'. AXyHmoB,
cTpykType 1(s)- nauatuin - 2 - kondenss olunmus miihit HI.M. T'ojixaeBa
M300yTUII - 7- TUAPOKCH - 7 - va yliksak enerjilor
MeTui - 4,6 - qukapOOKcuIaT fizikas1” VII Respublika
(C25H33N,0s5) elmi-praktik konfransinin

materiallari, Baki, 20-21
dekabr, 2013, soh.168-
169

15. | UccnenoBanue “Opto, nanoelektronika. | P.M. barupos, O.11l. barupoga,
AIEKTPOIPOBOIUMOCTH kondensa olunmusg miihit I'.A. TypaGoBa
KOMIUIEKCHBIX COEIMHEHUI va yliksak enerjilor
HMOHOB JeJie3a ¢ fizikas1” VII Respublika
CUHTETUYECKUM U elmi-praktik konfransinin
HaTypaJbHbIM MEJIaHUHAMMU. materiallari, Baki, 20-21

dekabr, 2013, soh.163-
165

16. | Kpucramnsr A3B6, kak “Opto, nanoelektronika. A.lll.A6munoB, C.11.AmupoBa,
IIEPCIEKTUBHBIE MaTEPHUAIIBI kondenso olunmus miihit P.®.babaeBa, H.A.Parumosa,
JUIS TTOJTYIPOBOAHUKOBOM va yliksak enerjilor P.M.P3aeB
ONTO- U (POTOITEKTPOHUKI fizikas1” VII Respublika

elmi-praktik konfransinin
materiallari, Baki, 20-21
dekabr, 2013, soh.89-90

17. | O30H B cucremax “Opto, nanoelektronika. H.A. Mawmenos, b.b. /laBynos,
BOJIONOITOTOBKH kondensa olunmusg miihit K.M. Hampamupos, I'.H.

va yiiksok enerjilor I"apu6os, I'.'M. Canpir3ane,
fizikas1” VII Respublika HI.III. Anexnepos
elmi-praktik konfransinin
materiallari, Baki, 20-21
dekabr, 2013, soh.96-98

18. | Ultrbondvsoyi sialanma | “Opto, nanoelektronika. M.N. Agayev, M.N. Hosonov,
oblastinda  amorf  silistum | kondenss olunmus miihit M.Q. Sofarov, E.S. Qarayev,

(a—Siin ) Sotki baryerli
strukturlarin fotohossasligi.

va yliksak enerjilor
fizikas1” VII Respublika
elmi-praktik konfransinin

O.G. Talibova
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materiallari, Baki, 20-21
dekabr, 2013, soh.64-65

19.

Silisum asasinda hazirlanmis
Sottki diodlarmin elektofiziki
xassolorino muxtolif metallik
tobogolorin  mikrostrukturunun
tosiri.

“Fizikanin aktual
problrmlori”,Beynalxalq
konfransin materiallari,
2013, 6 dekabr, soh.67-68

S.Q.9sgarov I.G.Pasayev

20.

N3ydenune B3auMo1eiCcTBUS
MOHOB eJe3a ¢ FPUOHBIMU
MeJTaHUHAMHU

“Fizikanin aktual
problrmlori”,Beynalxalq
konfransin materiallari,
2013, 6 dekabr, soh.186-
188

P.M. Barupos, O.I1I. baruposa,

I'.A. TypaGoBa
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XARICDO CAP OLUNMUS MOQALOLORIN SIYAHISI

Movzunun adi

Jurnalin adi, tarixi,
Ne-si, sah.

Mislliflor

Influence of final treatment on
the incubation period and
antireflection properties of
stain-etched porous silicon.

Phys. Status Solidi A. 210,
No. 10, 2013, 2174 - 2177.
Impact factor 1.469

F. A. Rustamov, N.H.
Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z.
Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O.

Qafarova.

2. | Electrical Properties of the Superlattices and V.I. Orburh, N.N. Lebedeva, S.
zeolite composites prepared Microstructures 54 Osturk, B.G. Salamov
by using zeolite and copper (2013),16-25
powders Impact factor 1.564
3. | High frequence energy Adv. Studies Theor. Phys. E.R. Hasanov, A.Z. Panahov,
radiation of n-type v. 7, No. 21, 2013, pp. A.l. Demirel.
semiconductors at constant 1035-1042
electric and magnetic field.. Impact factor 0.429
4. | DAEeKTpONnpoOBOIHOCTD B Hano- n mukpocucremHuas A.A. Aracues, D.M.
JUCIIEPCHBIX METAUTMYECKUX | TexHuka, Ne 10, 2012, cTp. Mareppamos, U.I'. AXyHI0B,
TIJICHKAX. 24-26. M.3. Mamenos, C.H. Capmacos.
Impact factor 0.21
5, | ®oTONMpPOBOAUMOCTh IUICHOK Heoprannueckue M.A.Ixxadapos,C.A.Mamenona,
TBEpABIX  pacTBOpoB  Ha | marepuaisl, 2013, tom 49, | P.®.Mexrtues, 3. ®. Hacupon
ocose A"BY, ocammemmpix | Ne 11,c. 1168-1172.
W3 pacTBOpa. Impact factor 0.376
6. | Heratponnsie »sddextsr B [ToBepxHOCTB. M.A.Ixxadapos, 3.0.Hacupos,
mienkax CdSei,Tex u ZnS;. Pentrenosckue, C.A .MawmenoBa, P.®.MexTues
xS€x. CUHXPOHOTPOHHbBIE U
HEUTPOHHBIE
ucciaenosanns, 2013, Ne
12, c.1-7.
Impact factor 0.279
7. | Bimsaaue temneparypel u | ®usuka u texHuka | AOmuHoB A.lll., baGaesa P.®.,
JIErupOBaHUs MTOJIYIIPOBOAHUKOB, 2013, Awmuposa C.1., P3aes P.M.
PEeAKO3EMEIbHBIMU toMm 47, Beim. 8. c. 1009-
aJIeMEHTaMU Ha TOABWXKHOCTH | 1013
HOCHTEJIEN TOKA B KpUCTAILIIAX Impact factor 0.6
MOHOCEJICHH/IA HHTVSL.
8. Electric Field Effect on the | Inorganic Materials, 2013, | Abdinov A. Sh., Babayeva R.F.,
Electrical Conductivity of | Vol. 49, No. 12, pp. 1180— | Gasanov Ya. G., Ragimova N.
InSe and InSe<Dy> Crystals. | 1186 A., Rzaev R. M.
Impact factor 0.376
9. | HanoctpykrupoBanHbie Hanocucremsr: pusuka, M.A.Ixxadapos, 3.®.Hacupos
MaTEpUAITBI Ha OCHOBE | XuMHUs, MaTeMaThka, 2012,
cynbduma Kaamusl. 3(6), C.91-97.
10. | Poroxumuyeckass peaxiys B KonnencupoBanubie M.A.Ixxadapos, 3.D.Hacupos.

HaHOPa3MEpHBIX IIJIEHKAX
2

TBEPJBIX pacTBOpoB A B,

OCAKJCHHBIX U3 PaCTBOPA.

cpenbl U Mexda3Hble
rpa"uIlel, ToMm 15, Ne 3, c.
260-265

C.A.Jlxxaxanruposa, E.A.
XaHMmamenoBa
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11. | Preparation of Nanosized Universal Journal of M.A.Jafarov, E.F.Nasirov
A’B® Compound Multilayer | Physics and Application
Structures for Solar Cells. 1(2): 125-129, 2013.

12. | Peculiarities of  ZnCdSe | David Publishing,.Journal M.A.Jafarov, E.F.Nasirov
Nanolayers by  Chemical of Chemistry and
Deposition. Chemical Engineering,

7(2013) 402-408

13. | Nanoscale structures based on Nanosystems: physics, M.A.Jafarov, E.F.Nasirov.

the Zn; ,Cd,S. chemistry, mathematics,
2013, 4 (5), P. 680-689

14. | Energy radiation theory of | Applied Physics Research, A.L. Demirel, E.R. Hasanov,
nano-dimentional extrinsic | v. 5, No. 3, 2013, pp. 78- A.Z. Panahov.
semiconductors having 85.
electron and hole
conductivities in an external
electric field.

15. | Bousinue pusnuecknx OnektponHas oopaborka | H.A. Mamenos, I'.U. I'apu6os,
(hakTOpOB Ha TOBEPXHOCTHOE Marepuainos. 2013,49(3) 32.A. Pacynos, HI.I11.
HAaTSHKEHHUE BOJIBI 90-94. AnexrepoB

16. | Conducting medium energy in 9-th International E.R. Hasanov, B.Z. Aliyev.
external constant and Conference on “Technical
alternating magnetic fields.. and Physical Problems of

Electrical Engineering”, 9-
11 September, 2013, pp.
374-377

17. | High frequence energy | Turkish Physical Society | E.R. Hasanov, A.Z. Panahov,
radiation of n-type | 30-th International A.L. Demirel, A. Yaman.
semiconductors at constant | Physical Congress. Book
electric and magnetic field. of  Abstract.  Istanbul,

Turkey, 2-5 September,
2013,pp. 574-581.
18. | ConHeunsie Ornro-,.Hanosnekrponuka, | 2.C. I'apaes, B.I'. Cadapos, M.

(dhoTompeoOpazoBaTeH C
MIPOJIOJIKUTEIEHBIM CPOKOM
CITYXOBI.

HaHOTEXHOJIOTHH u
MUKPOCUCTEMBI. Tpynst
XVI -TOU
MexnyHapoaHou

KOH(pepeHIH. YIbsSHOBCK,
2013, ctp. 282-284

H. Araes, .M. MareppamoB,
M.T'. I'acanos.
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RESPUBLIKADA CAP OLUNMUS TEZISLOR

MOBEACHUNA  AIIEKTPOPHU3NYECKUX
apaMeTpoB CIIOUCTBIX
kpuctaioB  A3B6 B oOnactu
HU3KUX TEMIEpATyp.

Kondepenmmnn
«(pyHnaMeHTabHBIC U
MIPUKJIIATHBIE BOTIPOCHI

¢bu3ukm», nocpsieHHoi 70-
netrio OU3NKO-TEXHUUECKOTO
uHctutyta HIIO «®dusuka-
Connue» AH PVY3. TamikenT.
VY36ekucran. 2013

Ne Movzunun adi Jurnalin ady, tarixi, Ne-si, Miialliflor
soh.
1. «Ilepenoc 3apsma B mopuctoit | 1 International Chemistry and B.N.OpoOyx,
cpelne Ha MpuMepe IE0JIUTay, Cemical Engineering Conf’, 17- H.H.JleGenena,
21 apr .2013, p:1118-1121,Baku b.I".Canamos,
YU.I'.AxyH10B
2. Preparation of nanocomposite International Workshop- M. Ixadapos, 2.
materials in  porous silicon. | NAPEP, Sensor elements on Hacupos
Nanotechnology  Platform  for base of organic-inorganic
Electronics and Photonics hybrid materials, 21-25 May
2013, Baku.
XARICDO CAP OLUNMUS TEZISLOR
Ne Moévzunun ad Jurnalin a(::ht arixi, Ne-si, Miialliflar
1. Gas discharge processes in the Turkish physical soc. 30 K. Koseoglu, V.I.
porous zeolite International Physics Congress, Ordukh , N.N.
2 - 5 September, 2013, Istanbul | Lededeva, S. Ozturk,
/ Turkey, p440 B.G. Salamov
2. Pecularities of the gas discharge Symposium International K. Koseoglu, V.I.
processes in nanoporous zeolite Porous and powder mater. 3-6 Ordukh, N.N.
September, 2013, Ismir, Turkey, | Lebedeva, S. Ozturk,
p. 160 B.G. Salamov
3. 3aBUCUMOCTD NOTpeOIIIEMOiT Materials digest of the LIII Acxkepos II.T".,
SHEPTHUH OT YEJIOBEUECKOTO International Research and AckepoB A,IlI.,
daktopa, Social processes Practice Conference (London,
regulation in the context of June 06- June 11, 2013),
economics, law and management, gisap.eu/ru/node/24803
4. K Bompocy 00 aHomanbHbIX | Marepuaiibl MexayHapogHoOM Ab6nunoB A.IlL.,

babaeBa P.®., P3acB
P.M., Amuposa C.U.
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7. XARICI DOVLOTLORIN TOHSIL VO ELMI MUOSSOLORI iLO

J9LAQOLOIR

Yarimkegiricilor fizikast sobosinin omokdaglart 2013-c1 ildo Tiirkiyonin Orta
Dogu Texniki Universiteti vo Ankara Qazi Universiteti ilo omokdashigini davam
etdirmisdir.

Yarimkegiricilor fizikasi sobosinin omokdaslar1 torofindon 2013-c1 ildo asagida
qeyd olunmus xaricds kecirilmis beynoalxalq konfranslara materiallar toqdim edilmis va
cap edilmisdir.

K. Koseoglu, V.I. Ordukh , N.N. Lededeva, S. Ozturk, B.G. Salamov “ Gas
discharge processes in the porous zeolite”, Turkish physical soc. 30 International
Physics Congress, 2 - 5 September, 2013, Istanbul / Turkey, p440

K. Koseoglu, V.I. Ordukh, N.N. Lebedeva, S. Ozturk, B.G. Salamov “Pecularities
of the gas discharge processes in nanoporous zeolite” Symposium International Porous
and powder mater. 3-6 September, 2013, Ismir, Turkey, p. 160

E.R. Hasanov, A.Z. Panahov, A.l. Demirel, A. Yaman. High frequence energy
radiation of n-type semiconductors at constant electric and magnetic field. Turkish
Physical Society 30-th International Physical Congress. Book of Abstract. Istanbul,
Turkey, 2-5 September, 2013,pp. 574-581.

E.R. Hasanov, B.Z. Aliyev. Conducting medium energy in external constant and
alternating magnetic fields. 9-th International Conference on “Technical and Physical
Problems of Electrical Engineering”, 9-11 September, 2013, pp. 373-377.

D.C. T'apaes, B.I'. Cadapos, M. H. Araes, 3.M. MareppamoB, M.I'. I"'acaHos.
Conueunsle (oTompeoOpa3oBaTea C MPOAODKUTEIBHBIM CPOKOM CIyKObI. Ormro-
,--HHAaHORJIEKTPOHUKA, HAHOTEXHOJIOTMM U  MUKpocucteMsbl. Tpynsl  XVI  -ton
MexayHnaponHoi koHpepeHuu. YibsHOBCK, 2013, ctp. 282-284

AckepoB IILI'., AckepoB A,Ill. 3aBucumocts mnOTpeOIIEMOl SHEPrUU OT
yenoBeueckoro Qakropa, Social processes regulation in the context of economics, law
and management. Materials digest of the LIII International Research and Practice
Conference (London, June 06- June 11, 2013) p.23-25., gisap.eu/ru/node/24803

A6munoB A.lll.,, BaGaesa P.®., P3aes P.M., AmupoBa C.M. K Bompocy 00
aHOMAJIbHBIX TIOBEJIEHUH DIIEKTPOPHU3UUECKUX IMApaMETPOB CIOUCTBIX KPHUCTAIIIOB
A3B6 B obnactm HH3KHX TemmepaTyp. Matepuansl MexayHapoanoit Koudbepenimm
«byHIaMEHTaIbHBIE W TPHUKIATHBIE BOMPOCH (PU3UKWY», TMOCBAMICHHON 70-1eTnto
@uzuko-texunyeckoro uHcTUTyTa HIIO «®Pusuka-Connue» AH PVY3. TamkeHr.
V36ekucran. 2013.

Hesabat miiddotindo, yoni 2013-c1 ilds, Yarimkegiricilor fizikasi sObosinin
omokdasglar1 torafindon xaricdo 18 moqalo ¢ap edilmisdir, onlardan 2 -si B kateqoriyali,
6 -s1 C kateqoriyali, 10-u iso D kateqoriyali jurnallarda dorc edilmisdir. Magalolorin
styahis1 va siirati alave olunur.

Impact Factor 1.469, B kateqoriyasi. F. A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E.
Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of final treatment on
the incubation period and antireflection properties of stain-etched porous silicon. Phys.
Status Solidi A. 210, No. 10, 2013, 2174 - 2177.
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Impact factor 1.564. B kateqoriyasi. V.I. Orburh, N.N. Lebedeva, S. Osturk,
B.G. Salamov “Electrical Properties of the zeolite composites prepared by using zeolite
and copper powders” J. Superlattices and Microstructures 54 (2013),16-25

Impact factor 0.429. (H 6) C kateqoriyasi. E.R. Hasanov, A.Z. Panahov, A.l.
Demirel. High frequence energy radiation of n-type semiconductors at constant electric
and magnetic field. Adv. Studies Theor. Phys. v. 7, No. 21, 2013, pp. 1035-1042.

Impact factor 0.21. C kateqoriyasi. A.A. Aracues, .M. Mareppamos, YU.I'.
AxynnoB, M.3. Mamenos, C.H. CapmacoB. DIeKTpOnpOBOAHOCTh B JIUCIEPCHBIX
MeTaJUIM4YecKuX mieHkax. Hano- u mukpocucreMuas rexuuka, Ne 10, 2012, ctp. 24-26.

Impact factor 0.376. C Kkateqoriyasi. M.A. dxadapos,C.A.Mamenona,
P.®.Mextuen, 3. ®@. HacupoB. @OoTONPOBOAUMOCTh IUIEHOK TBEPIBIX PACTBOPOB HA
OCHOBE AHBVI, OCaXJEHHBIX U3 pacTBopa. Heopranmueckue marepuainsi, 2013, Tom 49,
No 11, c. 1168-1172.

Impact factor 0.279. C Kkateqoriyasi.. M.A./[xxadapos, 3.D.Hacupos,
C.A.Mawmenoga, P.®.MextueB. Herarponnsie a3 dektsl B meHkax CdSe;Tex u ZnS;.
Sey. [loBepxHocTh. PeHTreHOBCKHE, CHHXPOHOTPOHHBIE M HEHTPOHHBIE UCCIIEOBAHMUSI,
2013, Ne 12, c.1-7.

Impact factor 0.6. C kateqoriyasi. Aoauno A.lll., baGaesa P.®., AMupona
C.M., P3zaes P.M. BumsHue temnepaTypbl M JIETUPOBAHMS PEAKO3EMEIbHBIMU
dJIEMEHTaMH Ha TOJBMXKHOCTh HOCUTENICH TOKa B KPHUCTa/NIaX MOHOCEJICHUIA WHJIUS.
@u3KKa U TEXHUKA NOJyIpoBOAHUKOB, 2013, Tom 47, Bein. 8. ¢. 1009-1013

Impact factor 0.376. C kateqoriyasi. Abdinov A. Sh., Babayeva R.F., Gasanov
Ya. G., Ragimova N. A., Rzaev R. M. Electric Field Effect on the Electrical
Conductivity of InSe and InSe<Dy> Crystals. Inorganic Materials, 2013, Vol. 49, No.
12, pp. 1180-1186.

8. ELMI-TODQIQAT iSLORININ NOTICOLORININ TOTBIiQi
6.1. 2013-cu ildo AMEA-nin hesabatina daxil edilmasi li¢iin toqdim olunan
miihiim elmi naticalor.

Nanomoasamoli Si tobagoalorinin yiiksok omlu p-tip silisium lovhalorindo
oksidlosdiricinin catismazh@r rejimindd kimyovi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasinin isloanmasi va onlarin fotolyuminessensiya spektrlorinin taodqiqi

Maosamali  silisiumun alimmast zamani p-tip silisium Iovholorinin  son
tomizlonmasi zamani totbiq olunan miixtolif mohlullarin inkubasiya miiddatine vo
antirefleksion xassoloro tosiri todqiq edilmisdir. Maosamoali silisium tokmillogsdirilmis
HF:HNO;:CH;COOH mohlullarinda, oksidlosdiricinin = ¢atismamazligr rejimindo,
kimyovi asilama metodu ilo alinmisdir. Askar edilmisdir ki, minimal inkubasiya
miiddati son yuyulmanin tomiz HF-da aparilmasi zamani alinir. Qaytarma spektrlorinin
todqiqi, onlarin minimumunun, formalagma miiddstindon asili olaraq miintozom sokildo
gorlinon is18in tolob olunan oblastina siirlisdiiriilmasinin vo qaytarma omsalinin sado
tisulla R=5%-9 godor azaldilmasinin miimkiinliiylinii gostorir. Bu giinas elementlorinin
antirefleksion sothinin formalasdirilmasi baximindan praktiki chomiyyat kosb edir.
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Icracilar: f.r.e.d. F.O. Riistomov, f.r.e.n. N.H. Darvisov, , f.r.e.n. Bagiyev
V.9, f.r.e.n. M.Z.Mommoadov, Y.Y. Bobrova, H.O. Qafarova

Nanomoasamoali Si tobagolorinin yiiksok omlu p-tip silisium lovhalorinda
oksidlosdiricinin caticmazhgr rejimindo kimyovi asilama metodu ilo alinma
texnologiyasinin isloanmasi va onlarin fotolyuminessensiya spektrlorinin todqiqi

n-tip silisium 16vholorindo mosamoli silisiumun formalagsma texnologiyasi
islonmisdir. Mosamoali silisiumun formalagsmasit HF/HNO;/CH;COOH mohlullarinda,
oksidlogdiricinin ¢atismamazligi rejiminds aparilmigdir. Formalagsma prosesinin p-tip
silistumdakindan forqlonmisine baxmayaraq noticado bircins, miintozom rongli giizgii
sotho malik miixtalif qalinliglt masamali silisium tabagalori almaq miimkiin olmusdur.
Allnmig mosamoli  silisium niimunslorinin  qaytarma, fotolyuminessensiya vo
hayacanlasdirma spektrlori ilkin olaraq todqiq edilmisdir.

Icracilar: f.r.e.d. F.O. Riistomov, f.r.e.n. N.H. Darvisov, , f.r.e.n. Bagiyev
V.9, f.r.e.n. M.Z.Mommoadov, Y.Y. Bobrova, H.O. Qafarova

9. PATENT VO INFORMASIYA iSLORIi

“Elektron seli yaradan qurgu”-nun ixtiraya patent almaq tii¢iin iddia sonodlori
Azorbaijan Respublikas1 Standartlasdirma, Metrologiya vo Patent iizro Dovlot
Komitasino toqdim edilmisdir vo ixtiraya aid sonadinin Azarbaycan Respublikasinin
“Patent haqqinda” Qanunun 29-cu maddosino uygun ekspertizasit aparilmis vo onun
ixtira obyekti olmasina dair QORAR qobul olunmusdur.

Miislliflor: N.N. Lebedeva, V.I. Orbux, C.Q. Axundov, Y.Y. Bobrova, C.A.
Sultanov.

10. DOVLOT PROQRAMLARININ iCRASI
“Azarbaycan Respublikasinda 2009-2015-ci illorde elmin inkisafi tizro Milli Strategiya”
Dovlat Programinin hayata kecirilmasi ilo bagl Yarimkegiricilor fizikasi sobasinin 2009
— 2015 —ci 1llori ohato edon 6 morhoaloali elmi todqiqgat islorinin plani 1slonmis vo tosdiq
edilmisdir va bu plan lizrs islor davam etdirilmokdadir.

11. ELMI SEMINARLAR
Yarimkegiricilor fizikas1 sobosindo “Elektronika {igiin perspektivli olan material
vo strukturlarin alinma texnologiyast vo todqiqi” mdvzusunda ayliq seminar foaliyyot
gostorir. Seminarin rohbari f.-r.e.d. F.O. Riistomovdur.

12. ELMI-PEDAQOJi KADRLARIN HAZIRLANMASI

Yarimkegiricilor fizikas1 sobonin omokdasi fir.e.n. C.Q. Axundov maqistratura
pillosi tizro “Bork cisimlor elektronikas1” vo “Optik holoqrafiya” kurslar iizro dorslor
aparmisdir.

BDU-nun Fizika fakultosinin 8 omokdasi sobado 0.5 stat ovozgiliklo elmi-
todqiqat islori aparmiglar.



18

13. DISSERTASIYA MUDAFIOSI VO DISSERTASIYA SURALARININ
FOALIYYOTI
F.r.e.d. F.O. Riistomov vo fir.e.d. S. 9sgorov BDU-nun nozdindo elmlor doktoru
vo folsofo doktoru elmi dorocosi almaq tigiin foaliyyot gostoron D.02.012 dissertasiya
surasinin iizvloridir.

14. OSAS NOTICOLOR VO TOKLIFLOR.

Yarimkeciricilor fizikas1 sObosindo miixtolif nanomateriallarin  alinmasi
texnologiyasinin inkisaf etdirilmosi vo monilsonmosi, alinmig materiallarin miixtolif
fiziki xassolorinin tadqiq edilmasi istigamoatinds islor davam etdirilmisdir.

p- vo n-tip silisium 16vholorindo kimyovi asilama tisulu ilo mosamali silisium
tobogolorinin alinmasi texnologiyast islonmisdir. Masamoli silisiumun formalagmasi,
oksidlogdiricinin ¢atigmamazlig: rejiminds, modifikasya edilmis mohlulda aparilmisdir.
Bu mohlullarda mosamali silisiumun formalasma reaksiyasi yiiksok tokrarlanma
xuisusiyyotino malikdir vo bu zaman bircins, rovan ronglonmis, miixtolif galinhql,
glizgli sothli MS tobogolori alinir. MS-un formalagsma miiddotinin artmasi gayitma
spektrlorinin doyismosina sobab olur vo o climlodon, todqiq olunmus niimunalords
spektrdoki genis miniumu todricon 400 nm-don 750 nm-o qoadar siiriiglir. Bu zaman, hor
iki tip niimunslorde gayitma amsalinin minium qiymati ~5% toskil edir. Bu siirlismo
MS-un formalagsma miiddotinin 2-doqiqadon 12-doqigoyacon artmasi zamani bas verir.
Yoni prosess kifayot qodor long gedir. Bu praktik baximdan cox olverislidir, ¢iinki
antirefleksion sothin minimumunun mohz spektrin tolob olunan oblastinda alinmasina
imkan verir. Mosalon, giinos elementlori ii¢iin vacib olan, 650-700 nm dalga uzunlugu
oblastinda gayitmanin azaldilmasi iiclin MS-un formalagsma miiddsti ~9 doaqiqo
olmalidir.

ZnS;, Sey (0 < x < 0.6) nazik tobogolorinin sulu mohluldan kimyovi vo
elektrokimyavi ¢okdiirma tisulu ilo alinma texnologiyasi islonmis, alinmis tobagolorin
bir sira elektron xassalori todqiq olunmusdur. Cokdiirme rejimindon, anion va kation
ovazetmasindon, eloco do havada termik emal zamani oksigenla qarsiliqli tasirindon asil
olaraq alinmus miixtolif torkibli ZnS;, Sex nazik tobogolorindo miisahido olunan
doyisikliklorin analizi aparilmigdir.

ZnS;x Sey nazik tobagolorinda 380+400°S — do 3+7 doqiqe orzinds termik
islonmodon sonra niimunoalorin fotohossasligr koskin artir. Optimal soraitdo termik
islonmadon sonra Ip/ Iy = 10> tortibindo olur. Qeyd olunan texnologiya ilo alinan
tobogolorin vo onlarin torkibindoki zorraciklorin Olgiilorinin kigildilmasi istiqgamoatindo
todqgigatlar aparilmisdir. Isin praktiki ohomiyyoti kimi giinos elementlorinin baza
materiali kimi ZnS;, Se, nazik tobagoli heteroke¢idin sulu mohluldan elektrokimyovi
cokdliirmo metodu ilo almma texnologiyasinin incaliklori arasdirilmisdir. Todqiq
olunmus tobogolor osasinda yaddas elementlori, neqatron cihazlar, fotogobuledicilor,
giinog batareyalarinin baza elementlori, nanomateriallar vo nanostrukturlar hazirlamagin
miimkiinlilyii gostorilmisdir.
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Tobii seolit - klinoptilolitin elektrik keciriciliyinin  todqiqatlar1  davam
etdirilmigdir. Todqiq olunmus niimunolor tobii seolitin monoblokundan kosilmis
16vhalor, tobii seolitin unu, mis unu gatilmis seolit unu, silisium unu gatilmis seolit unu
olmusdur. Sabit gorginlikdoki elektrik kegiriciliyi, corayanin qgorarlagsma kinetikasi,
qalig havanin miixtolif tozyiqlorindoki volt - amper xarakteristikalar1i otaq
temperaturunda todqiq edilmisdir. Bundan basga tobii klinoptilolitin vakuumda vo
atmosfer tozyiqi altinda dielektrik spektrlori todqiq edilmisdir. Miioyyan edilmisdir ki,
dielektrik niifuzligunun hom hoqiqi, hom do xoyali hissolorinin tezlikdon asililigi 107
san olan eyni relaksasiya miiddati ilo xarakterizo olunur. Miioyyon edilmisdir ki, biitiin
hallarda dielektrik spektrlori seolitin mosamalori daxilindo su molekullar: ilo bagli olan
galovi metallarin ionlarmin rogslori ils slagodardir.

AlgoNiy amorf metallik xolitosinin p-n  kegidi osasinda olan silisium
fotoceviricilorindo omik kontakt vo coroyan dasiyan yollar kimi istifadesi toklif
edilmisdir. Miioyyon edilmisdir ki, AlgoNio -nin istifadosi, ovvala, glinog elementlorinin
stabilliyini vo etibarliligin1 artirir, sonra is9, ¢evrilon giinos enerjisinin maya dayorini
asag1 salir. Aparilmis todqigatlar gostormisdir ki, a-Si:n osasinda p-i-n vo n-i-M
strukturlar1 spektrin ultrabondvsoyi oblastinda effektiv fotoceviricilor kimi istifado
oluna bilar, ¢iinki onun yiiksok kvant effektivliyi, tez tosir gdstormosi va pratik olaraq
mohdud olmayan gobul saholori vardir. Corayan rogslorinin tezliklori, amplitudlar: vo bu
rogslorin yaranmasma uygun xarici elektrik vo magqgnit saholorinin qiymatlori
hesablanmigdir. Ag,Te birlosmasinin qamma siialarinin tosirinda elektrik keciriciliyi
tocriibi olaraq todqiq edilmisdir. Nozori hesablamadan alinan noticolor tocriibodon alinan
qiymatlorlo miigayiss edilmisdir.



Baki Dovlat Universiteti

Qrantlar 3sasinda yerin? yetirilon elmi tadqiqat islori

Cadval 15

(2013)
Ne Layihonin ad: Layihonin | Donor taskilat Layihinin miiddati Layihonin dayari
rohbari
1 2 3 4 5
1.

Cadval 16
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Elmi avadanhqlar hagqinda malumat
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(2013)
Ne Elmi cuhazlarin 2012-ci ilda Yeni elmi avadanhqlara talobat (2014-2015-cii illords)
yas xarakteristikasi alinmis yeni
S5ile 6-10 il 10 ildon avadanhqlarin Avadanhgqlarin adi Bir Alnacaq Yekun
qadar artiq sayl avadanhgin | avadanhqlarin qiymat
qiymati say1
1. | pH- metr Yox Spektrometr Perkin Elmer LS55 50000 m 1 50000m
2 Qalan Metallografik mikroskop 5500 m 1 5500 m
hamist Altami MET variant 1M
3. Su deionizatoru Vodoley 2100 m 1 2100 m
4. 1000vt-liq lampa yiiksok 80m 20 1600m
tozyiqli ksenon
5. MT 1860 avtomatik testeri 80m 3 240m
Yiiksok gorginlik manbayi 1500m 3 4000 m
6. Ximikarlar
7. plavik tirsusu 101 880 m
8. izopropil spirti 151 550 m
9. aseton 101 200 m
10. azot tursusu 41 200 m
11. sirka tursusu 101 500m
12. hidrogen peroksid 51 300m
13. xlorid tursusu 101 250m
14. sulfat tursusu 51 500m
15. Materiallar
16. p tip Si l6vhalori, (100) 0.01 15m 100 1500m
17. p tip Si 16vhalari, (111), 0.01 15m 100 1500m
18. n tip Si l6vholori, (100), 0.01 15m 100 1500m
19. n tip Si l6vholori, (111), 0.01 15m 100 1500m
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Istehsalatda tatbiq iiciin hasir olan texnologiyalar

22

(2013)
No Icragilar Texnologiyanin | Texnologiyanin | Xaricdo vo Alinmig Harada Vo ya hansi Gozlonilon
adi qisa 0lkodo olan miiolliflik torbiq olunub saholordo iqtisadi
xarakteristikasi on yaxgt sohadotnamosi totbiq oluna SOMoro
niimunslorlo va digor bilor
miiqayisosi sonadlor




